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１．概要（Summary） 

単層カーボンナノチューブを用いた電気駆動型高効率

発光素子の実現を目指して、分割ゲートを用いた架橋カ

ーボンナノチューブ発光ダイオード構造を作製し、その電

界発光測定を行った。 
 

２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
超高速大面積電子線描画装置、8インチ汎用スパッタ装

置、LL 式高密度汎用スパッタリング装置、高速シリコン深

掘りエッチング装置、形状・膜厚・電気評価装置群、高精

細電子顕微鏡、クリーンドラフト潤沢超純水付、ステルス

ダイサー 
【実験方法】 

Fig. 1a に当該支援機関で作製したカーボンナノチュ

ーブ発光ダイオード素子構造の概略図を示す。電子線描

画装置と高速シリコン深掘りエッチング装置を用いて深さ

2.1 µm の溝を形成した。トップシリコン層を 2 段式チュー

ブ炉を用いて熱酸化を行い 13 nm 厚のゲート絶縁膜を

形成した。電子線描画によるパターニングと 8 インチ汎用

スパッタ装置及び LL 式高密度汎用スパッタリング装置を

用いて、ソース、ドレイン、ゲート電極を形成した。触媒用

パターン形成後、ステルスダイサーで4 mm角のチップに

切り出した。化学気相成長法によって、溝に架橋させた単

層カーボンナノチューブを合成した。その後ワイヤーボン

ディングを施しカーボンナノチューブ発光ダイオード素子

を完成させ、電流注入測定を行った。 
 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
 Fig. 1bにカーボンナノチューブ発光ダイオードから得ら

れた電界発光スペクトルを示す。ゲート電圧を印加するこ

とでカーボンナノチューブへの静電キャリアドーピングを 

Fig. 1 (a) Schematic of Carbon nanotube light 
emitting diode structure. (b) Electroluminescence 
spectra from CNT-LEDs.  
 
行い、またソースドレーン間に順方向電圧を印加すること

で、カーボンナノチューブのカイラリティに応じた 1180 nm
から 1580 nm までの幅広い範囲の電界発光スペクトルを

観察することに成功した。 
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